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____________________________________________________
双双 DRV425 汇汇流流条条应应用用的的设设计计注注意意事事项项

Scott Vestal，，磁磁感感应应产产品品

本文档是对《汇流条工作原理》应用报告 (SLOA237)
和 DRV425 汇流条应用磁场计算器 (SBOC480) 的补

充。

可用来感应电流的方法有许多种。大多数 应用 基于测

量分流电阻器上的电压来实现这一目的。该方法很难处

理高电流 (>100A) 和/或高电压 (>100V)。对于超出这些

级别的设计，基于磁场的电流感应是一种常见的解决方

案。在基于磁场的解决方案中，测量的磁场 (B) 与电流

(I) 成正比，与到电流承载导体的距离 (r) 成反比（安培

定律），如图 1 中所示。

图图 1. 安安培培定定律律

可以使用两 (2) 个 DRV425 集成磁通门磁场传感器（放

置在汇流条中心的镂空中）来完成对通过汇流条的高电

流的测量。由于电流在镂空周围被分为相等的两部分，

因此会在镂空的每侧周围产生一个磁场梯度。镂空内存

在的磁场线沿相反的方向流动。DRV425 器件的最大磁

场感应范围为 2mT。在使用该实现方法进行设计时，需

要查明系统级注意事项，以防超出该最大范围。该设计

的性能受镂空配置、DRV425 器件 PCB 布局方向和杂

散/干扰磁场位置的影响。

TI 建议的实施方式是在汇流条中心形成一个孔，使

DRV425 器件灵敏度轴在 PCB 上沿垂直方向，如图 2
中所示。当孔位于汇流条中心时，电流在孔的周围被分

为相等的部分。由于磁场与电流流动方向垂直，因此孔

会在电流在其周围流动时对孔内的磁场进行放大。孔的

尺寸需要尽可能小，但至少要大于为双 DRV425 器件设

计的 PCB 的宽度。孔越小，镂空的每侧生成的磁场就

越大。孔每侧周围的磁场呈椭圆形，并且方向在镂空内

彼此相反。镂空的每侧产生的磁场幅度在镂空中心为

0，随着向镂空的边缘移动逐渐增大。每个磁场的幅度

将在镂空内的 y 轴中达到最大。这使得沿着 PCB 垂直

方向的每个 DRV425 器件能够感应到较大的所需磁场幅

度。每个器件灵敏度轴在 PCB 上沿着相反的方向，从

而可以测量到两倍的所需磁场。该方向的另一个好处是

可以降低或消除任何杂散磁场的影响，因为它们仅在镂

空内沿一个方向流动。

图图 2. 建建议议的的配配置置

不过，该配置并非对所有系统都有效。注意设计中所有

磁场的影响是实现最佳性能的关键。下面，我们将研究

选择不同配置的可能原因。

孔孔与与槽槽

由于当电流环绕在孔周围时磁场会放大，因此建议使用

孔。由于杂散磁场不会由于孔而产生任何放大，因此该

配置可提供更佳的信噪比。以下是使用备选槽配置的两

种原因。

1. 低电流/小汇流条。当使用垂直 PCB 器件布局方向
时，如果汇流条的大小不足以容纳孔，槽配置可支
持更窄的开口。更小的开口会导致双 DRV425 器件
获得更大的磁场差分。

2. 大电流/大汇流条。由于槽不具有孔的放大效应，因
此槽将针对相同的电流和镂空宽度产生更小的磁
场。

垂垂直直与与水水平平
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垂直和水平描述的是 DRV425 内部磁通门传感器灵敏度

轴的 PCB 布局方向。在垂直布局中，每个 DRV425 器

件的灵敏度轴位于 y 轴中。每个器件测量任何磁场的 y
轴分量。类似地，在水平布局中，每个 DRV425 器件的

灵敏度轴位于 x 轴中，测量任何磁场的 x 轴分量。有趣

的是，每个器件在两个方向上测得的所需差分磁场非常

类似。不过，由于使用垂直 PCB 布局方向时镂空内每

个 DRV425 器件获得的值更大，因此建议使用垂直

PCB 布局。以下是使用水平 PCB 器件布局方向的原

因。

1. y 轴中的大杂散磁场。如图 3 中所示。在将该杂散削
减掉之前，每个 DRV425 器件都能够感测到完整的
杂散磁场幅度。虽然 2 个 DRV425 器件的差异可能
较小，但可能会存在一个甚至是两个 DRV425 器件
感测到的总磁场都超过 2mT 磁场范围限值的情况。
这会导致无效的测量。由于磁场强度与距离成反
比，因此需要在系统级评估与杂散场源（如另一个
汇流条）的距离，以确保任一 DRV425 都不会发生
饱和情况。

图图 3. 杂杂散散场场

对于任何磁场测量，了解系统级影响是实现最佳性能系

统的关键。杂散磁场无法消除，但可以将其影响降至最

低。

备备选选器器件件建建议议

根据系统要求，我们还可提供具有所需性能和功能的备

选器件。DRV421 通过外部核心和补偿线圈提供闭环隔

离式电流测量。AMC1305 使用外部分流电阻器提供板

载隔离。

表表 1. 备备选选器器件件建建议议

器器件件 优优化化参参数数 性性能能平平衡衡

DRV421 精密集成磁通门传感器 需要外部核心和补偿线圈

AMC1305x 高精度增强型隔离式 Δ-Σ
调制器

成本稍高

表表 2. 相相关关技技术术手手册册

SBOA179 《集成式电流感应模数转换器》

SBOA168 《监测电流以识别多种超出范围的情况》

SBOA160 《具有 PWM 抑制功能的低漂移、精密直列
式电机电流测量》
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